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Ausgangskennlinienfeld (typisch) /

Output characteristic (typical)

lc=f(Vee)
T, = 125°C

Bild / Fig. 2

Output characteristic (typical)

lc =f(Vep)

Ausgangskennlinie (typisch) /
Vge = 15V

Bild / Fig. 1
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Forward characteristic of inverse diode (typical)

e = (V)

Ubertragungscharakteristic (typisch) /

Transfer characteristic (typical)

lc =f(Vee)
Vg = 20V
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Schaltverluste (typisch) /
Switching losses (typical)

Bild / Fig. 6

Schaltverluste (typisch) /
Switching losses (typical)

Bild / Fig. 5

f(RG)' Eoff = f(RG)' Erec = f(RG)

lg = 50A, Vg =900V, T, = 125°C

on ~

E

f(lc)' Eoff = f(IC)' Erec = f(lc)

Eon

125°C

Ryort = 30W, Vg =900V, T;=

Rgon
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Bild / Fig. 7

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA) /
Reverse bias safe operation area (RBSOA)
Rg =30W, ij =125°C
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